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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a composite structure comprising a monocrystalline silicon carbide
(SiC) thin film (12) placed on a polycrystalline SiC carrier substrate (20). The method comprises the following steps: forming a poly-
crystalline SiC layer (11) on a donor substrate, at least one surface portion of which is made of monocrystalline SiC; before or after said
forming, implanting ionic species into said surface portion of the donor substrate so as to form a fracture plane defining a thin film of
monocrystalline SiC (12) to be transferred; after said implanting and said forming, bonding the donor substrate and the polycrystalline
SiC carrier substrate (20), the polycrystalline SiC layer (11) being at the bonding interface, and detaching the donor substrate along the
fracture plane so as to transfer the polycrystalline SiC layer (11) and the monocrystalline SiC thin film (12) onto the polycrystalline
SiC carrier substrate (20).
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(57) Abrégé : L'invention porte sur un procédé de fabrication d'une structure composite comprenant une couche mince de carbure de
silicium, SiC, monocristallin (12) disposée un substrat support de SiC polycristallin (20). Ce procédé comprend les étapes suivantes :
formation d'une couche de SiC polycristallin (11) sur un substrat donneur dont au moins une portion superficielle est en SiC monocris-
tallin, avant ou apres ladite formation, implantation d'espéces ioniques dans ladite portion superficielle du substrat donneur de sorte a
former un plan de fragilisation délimitant une couche mince de SiC monocristallin (12) a transférer, apres ladite implantation et ladite
formation, collage du substrat donneur et du substrat support de SiC polycristallin (20), la couche de SiC polycristallin (11) étant &
l'interface de collage, et détachement du substrat donneur le long du plan de fragilisation de sorte a transférer la couche de SiC poly-
cristallin (11) et 1a couche mince de SiC monocristallin (12) sur le substrat support de SiC polycristallin (20).



